
BF215 

Rys. 1-523. BF215 

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy 
Firma: UNITRA-CEMI 
Wykonanie: tranzystor krzemowy n-p-n 
planarny epitaksjalny w obudowie TO-18, 
wszystkie elektrody elektrycznie odizo-
lowane od obudowy 
Zastosowanie: stopnie wejściowe, miesza-
cze i oscylatory w zakresie fal ultrakrót-
kich 
Typy podobne: BF215 (Ses, Ates) 

Wartości charakterystyczne1' 
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Wartości graniczne 

U c B max 3 0 V 0 max 1 7 5 ° C 

U CE max 3 0 V l

stg — 5 5 — H 1 7 5 °C 
L'eB max 4 V I^thj-amax 9 0 0 °c/w 
I c max 3 0 mA I^thJ—c max 5 0 0 °c/w 
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 tot max 165 mW 

u tamb = 25°C 



Rys. 1-526. Charakterystyka sterowania prą-
dowego 

Rys. 1-527. Charakterystyka wejściowa 



Rys. 1-528. Zależność współczynnika wzmóc- Rys. 1-529. Zależność współczynnika szumów 
nienia prądowego od prądu kolektora i wzmocnienia mocy od częstotliwości 
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Rys. 1-530. Zależność częstotliwości granicznej 
od prądu kolektora 

Rys. 1-531. Zależność parametrów Cllb i gllb 

od prądu emitera 



Rys. J-532. Zależność admitancji zwrotnej Rys. 1-533. Zależność admitancji przejściowej 
od prądu emitera od prądu emitera 
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Rys. 1-534. Zależność parametrówg22b i O m 
od prądu emitera 


